
MOSFET 
 

N kanalni: 

 

1. Zakočenje: 
VGS<VT       (VT je napon praga) 

ID=0 
2. Provođenje:   VGS>VT      

a) Omski režim:     VGD>VT     21
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b) Zasićenje:           GD TV V  
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P kanalni: 

 

 

 

1. Zakočenje: 
VGS<-VT 

ID=0 
2. Provođenje:   VGS>-VT      

a) Omski režim:     VGD>-VT     21
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2D SG T SD DSI V V V V     

b) Zasićenje:           GD TV V        
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Samo ako je u zasićenju MOSFET radi kao pojačavač. 

IG=0 kod MOSFET-a pa je zato IS=ID 

 

 

 

 



1. Za kolo pojačavača sa FET-om na slici odrediti otpornost RS2  i  napon VGS tako da koordinate mirne 

radne tačke budu  2.5mADQI  i 8DSV V . Poznato je: 10 , 4 ,DDS TI mA V V  

30 , 5 ,  DD gV V R k 11 , 100 , 200 , 100      Er S pR M V V R R k . 
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Rješenje: 

 

Kondenzatori u jednosmjernom režimu predstavljaju prekid pa kolo za računanje izgleda 
ovako: 

Uzimajući u obzir i činjenicu da je struja gejta 0A, slijedi da je napon na otporniku R 

0V pa i granu sa otpornikom R možemo eliminisati iz kola. 
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Uvrštanjem  (2) u (1) se dobija: 
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     ->    800 200 6002      RS  

Vraćanjem dobijene vrijednosti 2RS  u jednačinu (2) dobija se da je  2 V VGS  
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2. Za kolo sa slike poznato je R1 R2 VDD=10V, RS= VT=2V, rds-> =2mA/V2. 

i Rout. 

 

 
 

: 
 
Prvo se -a sa slike. 
kondenzatori u kolu predstavljaju prekid tako da kolo izgleda ovako: 
 

 
 

 
Sa slike se vidi da je  
 

: 
 

 
 



 
Prebacivanjem kompletnog izraza nakon znaka = sa lijeve strane dobija se kvadratna jedna : 

 
Rje : 
 

 

 
Kako je: 

 
uvr : 
  

 
 
Obzirom da smo pretpostavili da je transistor u zasi VGS1, a samim tim i ID1 tako 
da imamo da je ID=I2 a VGS=VGS2. 

 

Sada se provjera uslov zasi :  odnosno  

 
Obzirom da je                                                                             i                              slijedi                                  

 
 

Ovo je dokaz da je transistor u zasi : 
 

 
Prvo odredimo gm iz formule: 

 



a naponsko poja  

 
Obzirom da sa slike vidimo da je                                : 
 
 
 

 : 
 

 
Sada je neophodno predst  pri 
na masu, a na izlazu se postavlja test generator: 

 
Izlazna otpornost se dobija kao  
 
 
Za  
                                                           
 
 

 
 

3. Za kolo sa slike poznato je RG RD VDD=15V, VT=1.5V, rds-> =0.25mA/V2. 

i Rin. 

 
 
      Rje : 
 

Prvo se -a sa slike. 
kondenzatori u kolu predstavljaju prekid tako da kolo izgleda ovako: 



 
 

 

 

 

 
 

Sa slike se vidi da je                     pa je transistor u zasi : 

 

 

Prebacivanjem kompletnog izraza nakon znaka = sa lijeve strane dobija se kvadratna jedna : 
 

 

Sada se rje : 

 

 

Kako je              za oba rje : 

 

Obzirom da smo pretpostavili da je transistor u zasi VGS1, a samim tim i ID1 tako 
da imamo da je ID=I2 a VGS=VGS2. 

Obzirom da smo ve VGD<VT mo
signale: 



 
Prvo odredimo gm iz formule: 

 

a naponsko poja  

Sa slike vidimo da je: 
 

  (1) 
 

 
         (2) 
 

Za :                   (3) 
 
Odnosno uvr                      
 

dobijenog izraza za iout u (1) dobijamo: 
 

 
Izdvajanjem vout na jednu stranu prethodni izraz se svodi na: 

 
pa naponsko poja  dobijamo kao: 

 
 
Ulazna otpornost se dobija kao    a : 
 



 
Sa slike se vidi da se pri tra  na ulazu postavlja test generator 

 
 

i  
 

Tako  
 

za test struju it dobijamo: 

 
Odnosno prebacivanjem kompletnog izraza koji zavisi od it  na jednu stranu dobijamo: 
 

     


